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１．概要（Summary） 
 近年、主に半導体材料には Si が用いられているが、エ

ネルギー効率をさらに向上させる為、高耐圧、高効率のワ

イドバンドギャップ半導体の実現が課題とされている。本

課題ではワイドギャップ半導体に欠陥が存在することによ

ってデバイスとして利用した際にリーク電流が発生するな

どの問題が発生するので、ワイドギャップ半導体の欠陥の

導入機構を解明するためにレーザー顕微鏡を用いて観

察した。 
 
２．実験（Experimental） 
＝使用した主な装置＝ 
レーザーマイクロスコープ 
＝実験方法＝ 
 本実験で用いたワイドギャップ半導体の結晶試料は、

単結晶試料である。 
 今回はこれらの結晶試料をエッチングすることによって

できたエッチピットをレーザー顕微鏡によって観察した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回の実験ではレーザー顕微鏡で数μm レンジの光学

顕微鏡では観察不可能な寸法での観察ができた。 
 また、深さ方向も 0.1μm で行い、エッチピットの形状を

三次元的に測定し、欠陥構造を明らかにすることができ

た。 
 しかし、レーザー顕微鏡では結晶欠陥の深さ方向にお

ける表面の構造まで観察することができないので、次回か

らの課題としては走査型電子顕微鏡を用いて、結晶欠陥

の深さ方向の表面まで観察する必要があることが分かっ

た。 
 Fig.1 に本実験で用いたレーザー顕微鏡の画像を示

す。 
 

 

       Fig.1 Laser microscope system 
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